
抗 PID 保证
通过电池生产技术优化及材料管控将 
PID 现象造成的衰减几率降至最小。
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多主栅技术
更优的光线利用率和电流收集能力，
有效提升产品功率输出和可靠性。
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高效单晶硅双面半片太阳能组件
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HOT 3.0 技术
使用晶科HOT 3.0技术的N型组件具有
更佳的可靠性及发电效率。
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载荷能力
整体组件通过 5400Pa 的正面最大测
试静态载荷及 2400Pa 的背面最大测
试静态载荷认证。

N 型技术
使用Tunnel Oxide Passivating 
Contacts (TOPCon)技术的N型组件
具有更低的LID/LeTID衰减，以及更
优的弱光表现。
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双面发电
双面发电增益随背面受光增加，显著
降低LCOE。
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· IEC61215:2021 / IEC61730:2023

· IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804

· ISO9001:2015: 质量管理体系

· ISO14001:2015: 环境管理体系

· ISO45001:2018: 职业健康安全管理体系




